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Le but de cette demande est de mettre en place un IE mutualisé sur 3 sujets de 1’axe 5.
Ces 3 sujets sont :

1. Le développement de preuves de concept sur un MOEMS nitrure qui integre un
actionneur et un émetteur LED, sur silicium. Collaboration IEMN CRHEA. Un PE est
déposé en ce sens (demandeur B. Damilano).

2. L’¢tude de jauges de contrainte en GaN dopé et leur application aux MEMS :
collaboration IEMN, CRHEA, et ecole Polytechnique Palaiseau. un PE est également
demandé (Marc Faucher).

3. Le support technologique pour lancer une activité P-MUT GaN avec le GREMAN.
(Collaboration D. Alquier). Les PMUT sont des résonateurs sur membrane, le projet
consiste a transférer la technologie de HEMT Résonant de I'IEMN sur cette géométrie
et a réaliser un démonstrateur d’imageur ultrasonique pour applications médicales.

L’IE aura pour tache de participer, dans la salle blanche de 'IEMN, aux procédés de
fabrication MEMS et NEMS sur nitrures épitaxiés. L’ IEMN possede une expérience reconnue
dans ce domaine, qu’il s’agira de développer et d’adapter afin de remplir les objectifs des 3
sujets mentionnés. Il intervient de facon spécifique au GaN en complément des personnels
(1IR université de Lille et un IE CDD) déja mobilisés sur les aspects génériques des
technologies.



